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Presentation du projet
Deéeveloppement de composants GaN sur substrat silicium opérant au-dela de 3 kilovolts pour la conversion de puissance a tres haut rendement
Projets exploratoires dans le domaine de I'energie, Consortium (porteur: Farid Medjdoub, IEMN-CNRS et laboratoire participant: G2Elab )
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fonction de la distance grille-drain Publication: N. Herbecq et al, APEX 7, 034103 (2014)

Prolongement/perspectives
Suite a ces resultats encourageants, un projet ANR appele DESTINEE a été déposeé. Il a pour ambition de développer une nouvelle génération
de composant de puissance basée sur cette technologie au travers de la fabrication d'un prototype delivrant des spécifications non-accessibles
pour les composants actuels.
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